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BASIC- ABSTRACT: 

Injection mould (1) for encapsulation in resin of a sem iconductor 

(17) 

supported in the cavity (20) by metallic conductors (18) is provided 
with a 

vent (30.31.32) through which air can be evacuated from the cavity 
(20) . To 

prevent penetration by resin, the entrance to the vent is bridged by 
a block 

(23) of material permeable to air but not to the resin. 

USE/ADVANTAGE - For encapsulation by resin injected under pressure, 
esp. for 

electroluminescent diodes, to ensure the absence of residual air 
bubbles or 

scorch marks and to minimise the amount of physical or optical 
aberration 

arising from the point of injection. 
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© Procede et moule pour ('encapsulation d'un dispositif semiconducteur par injection de resine. 



© - Procede decapsulation d'un dispositif semi- 
conducteur (17) muni de conducteurs metalliques 
(18), par injection de resine dans une cavite de 
^-moulage (20) surmontant ce dispositif. 
^ - Prealabiement a rejection et durant une por- 
^tion substantielle de cette operation, on soumet la 
If) cavite de moulage et le canal d'injection (21) con- 
Wduisant a cette cavite a une evacuation d'air prati- 
(vjquee au moyen d'une conduite de vide (30) debou- 
O chant dans la cavite au travers d'une paroi poreuse 
N(33). 

O preference I'injection est realisee par un seuil 
q(36) situe entre deux conducteurs metalliques adja- 
jU cents. 

- Encapsulation des dispositifs semiconducteurs. 
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PROCEDE ET MOULE POUR ^ENCAPSULATION D'UN DISPOSITIF SEMI-CONDUCTEUR PAR INJECTION 

DE RESINE 



La presents invention concerne un procede 
^encapsulation d'un dispositif semiconductor 
muni de conducteurs metalliques auxquels il est 
electriquement relie, par injection d'une resine 
dans une cavite de moulage surmontant ledit dis- 5 
positif tandis qu'une portion terminale des con- 
ducteurs metalliques emerge a i'exterieur de la 
cavite de moulage. L'invention concerne egalement 
un mouie pour la mise en oeuvre de ce procede. 
Ainsi defini, un tel procede est notamment connu 10 
du brevet US-A-3 716 764. 

Parmi tous les proced^s decapsulation de 
dispositifs semiconducteurs le procede d'injection 
sous pression est un de ceux qui se pretent le 
mieux a une mecanisation poussee et a -une fabri- 75 
cation en grandes quantites de pieces, de maniere 
reproductible. 

En general, dans un stade final de la fabri- 
cation, les dispositifs semiconducteurs sont electri- 
quement connectes a des conducteurs provisoire- 20 
ment relies entre eux sous forme de bandes a 
positions multiples apres quoi Tenrobage par une 
resine peut etre opere de maniere collective au 
moyen d'un mouie possedant des cavites multiples 
disposees en correspondence avec le pas des dis- 25 
positifs et determinant la forme des boftiers. Apres ' 
quoi, les dispositifs sont separes les uns des autres 
en sectionnant les barrettes metalliques de main- 
tien. 

Une attention particuliere doit etre apportee sur 30 
le choix des plans de joint du mouie de maniere a 
ce que la marque inevitable de ce joint soit situee 
a un emplacement du boltier qui soit le moins 
genant possible. 

Dans le cas particulier des dispositifs emet- 35 
teurs de lumiere, les exigences de la qualite de la 
surface externe des bortiers sont elevees notam- 
ment du c6te du boltier par ou la lumiere est 
emise vers I'exterieur et ou le dome de matiere 
transparente d'enrobage doit respecter rigoureu- 40 
sement une forme caracteristique. 

Un plan de joint notamment ne serait pas ad- 
missible dans cette zone du boltier car il perturbe- 
rait le faisceau de lumiere emis et donnerait un 
aspect inhomogene et inesthetique au dispositif en 45 
fonctionnement. 

Dans le procede de moulage par injection, on 
cnerche done & eviter d'effectuer un plan de joint 
dans le corps du boltier, corps qui viendrait alors 
d'une partie unique du mouie tandis que le plan de so 
joint, necessaire pour le degagement de la piece 
terminee, serait place uniquement a la base du 
boltier. e'est-a-dire sur la surface externe de la 
matiere d'enrobage qui est traversee par les con- 



ducteurs metalliques. Dans cette solution, on se 
heurte cependant & la difficulty que I'air contenu 
dans la cavitg de moulage ne peut pas s'echapper 
suffisamment au moment de 1'injection ce qui en- 
tratne un ralentissement de la vitesse de rem- 
plissage des cavils et un risque d'inclusion de 
builes d'alr dans les boitiers. 

Une autre difficult^ liee au procede de moulage 
par injection provient du fait que les liaisons elec- 
triques effectuees sur ie corps semiconducteur au 
moyen de fils de tr&s faible diametre peuvent etre 
endommagees par le flux de matiere d'enrobage 
injecte sous forte pression dans la cavite de moula- 
ge. 

Les parametres de temperature de la resine. sa 
viscosity, la pression d'injection qui determined 
ensemble la vitesse de remplissage par compari- 
son avec la vitesse de refroidlssement de cette 
resine au contact du mouie maintenu a tempe- 
rature inferieure, sont & cet £gard tres critiques et 
apparaissent comme difficiiement conciliable pour 
eviter I'arrachement des fils de liaison lors de re- 
jection. 

II a done 6t6 propose d'effectuer un preenroba- 
ge du composant semiconducteur et de son fil de 
connection en vue d'augmenter la tenue meca- 
nique de ce fil et de diminuer ainsi le risque 
d'arrachement du fil pendant I'injection. II serait 
cependant souhaitable, notamment pour un point 
de vue du prix, de pouvoir supprimer cette ope- 
ration supplemental. 

^invention vise h fournir un perfectionnement 
au proced£ decapsulation par injection avec le- 
quel les inconv£nients cites precedemment sont 
6limin6s au moins dans une large mesure, qui 
permet une augmentation sensible de la vitesse 
d'injection et permet d'obtenir des dispositifs ter- 
mines de tr6s bonne qualite meme lorsqu'on opere 
sur des dispositifs sans preenrobage. 

Conformement a invention ce but est atteint 
par un procede decapsulation d'un dispositif 
semiconducteur par injection de resine caracterise 
en ce que prealablement a I'injection de la resine 
on soumet la cavite de moulage et le canal d'injec- 
tion conduisant a cette cavite a une evacuation de 
Tair qu'ils contiennent au moyen d'une conduite de 
vide d£bouchant dans la cavite de moulage au 
travers d'une paroi poreuse aux gaz, et en ce que 
cette evacuation est poursuivie au moins pendant 
une partie substantielle de I'operation d'injection de 
la rdsine dans la cavite de moulage. 

Du fait que I'air contenu dans les cavites de 
moulage et les canaux d'injection est evacue, le 
flux de resine liquide n'est pas freine par une 
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'rajet jusqu'aux TviSs T*- Pendant 50n 
bulles d'air U 22? Y^ 8 d7nc,u$ion de 
Peutetre ^ 5^i Jm * B 6 " m ^n 
qui est n&essaTr e I hi rapport 4 ce »o 

instate q 06 d evacu a«on. On a 

<e risque *^£52 t9 " 8 PreSSion 

^icssss des ,iais ° ns ac- 
tion ^CnXrrr 4 pratiquer 

debouch JTSJ* 'f *- « moule 

d* fair en uTtemrT J J 8 """ Cete evacuafi on 
«bto volume a SE/J ** COmpte te ™ * 

ni. caractense en rf« T * prece demment defi- 
che dans la catL ? 7 " ^ d * iniection debou- 

direction d £ TlrtT** * 6 " Ce " ua * 
Pendicu/aire a la 5enSiblem8nt P9 " 

borde ladite cavils ^ P ° r9use 

de la caviCui 5<£2? ^ du 
Poreuse et SUrface de <■ W 

du cate qui est T^Jt^J*.*"** 
a pour effet de fournir „ na Z paf0 '• CQ 0"' 

dans le plan ^L^, , '* ^ est sitlJe ° 
conducteu P rs iJ^i^J** *• 
seuil d'injection debouche 2fl , qUe ,9 
conduce metaCef D f4? P t n r f ? de - 
Mas perturbations de surface d 8 TV" 9 ?* P* 
du moulage par contaT 0?f,er r9sultan t 

cedes du plan ^e S?2 h™* ' a P3r0i por9us *. 
toutes reunies da n i " m l dU T" d ' in ' ec «on sent 
boltier. la S ces t« T» ^ a ,a bas ° du 
genantes. $ perturbat| ons sent les moins 

La description qui va sn/>/«. „ 
deesins annexes donned a Z V " 8 " d deS 
iimitatifs, fera bien oZ! J d 'exemples non 

"onpeutetre ie P ^ C ° mment rinver " 

-cou L ir: 0 x%r,a^ 

Precede selon ('invention et ° 8UVre du 



'a figure 2 donne une vue on ■• • , 

qui retient le tirolr 12 ZTh d 1 , art,cu ' atl0n "abituelte 
* P- ete -l^^^* 1 
tes moyens n^cessaires a J , !* de m6me ^ 
'e Qui appartiennenl etUre de ce m °u- 

- "'que d °; a ' ne co """ de .a tech- 

du moule ou plan de teS P C ' Pa ' de fermeture 
'o repere 15 et se T apal 9st intB ^ Par 

» P'an de 1 • i" ^ R ^ ** 12 par 
un bon maintien du tiro/r \2TJn ^ permet 
« an position de ferment P 6 ' 8 m ° U,e 1 est 

^ ^^^.J^ 01 ^- a — P3u»er. a 
^ •^Sl^i m ^.- C0 -P0de te 
a des conducteurs 
« terminate 18a ememe "TL 18 d0nt una Portion 
realiser par injection L T " 6UT du bo *<* a 
semiconSucteun" 18 LT ' e ^ d " disposit " 
« de moulage 20 ' VS T° nteepar Unecavi - 
Injectee au moyen d 'u n £ rSmP ' ie de resine 
- dans ,a partie m^le 1 X?* fl 21 r * a,ise 
P'an de joint principal ■ Z 1 T V °'' Sinage du 
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vide 30, 31, 32 qui debouche dans chaque cavite 
de moulage 20 & travers une paroi poreuse 33. 

Cette paroi poreuso 33 est r6alis£e par exem- 
ple en metal fritte qui est choisi suffisamment po- 
reux pour pouvoir obtenir une bonne evacuation en 
un temps court, de quelques secondes, mais qui 
forme une barriere a I'ecouiement de la resine lors 
de rinjection. La conduite de vide 31 , 32 est dispo- 
sed a I'interieur du tiroir 12 selon une technique 
qui s'apparente a celle d'un canal d'injection, tan- 
dis qu'a I'exterieur du tiroir, une tubulure 30 pour le 
vide chemine dans une gorge 35 pratlquee dans la 
partie fixe 10 du moule, et est raccordSe a un 
systeme de pompage 36 via une vanne 37 com- 
mandee electriquement 

Avantageusement, I'op^ration d*6vacuation de 
J'air est poursuivie pendant au moins une partie 
substantielle de I'operation d'injectlon et de prefe- 
rence jusqu'fc la phase de maintien en pression qui 
suit le remplissage des cavites de moulage. 

Selon un mode prefere de mlse en oeuvre de 
Tinvention, represents sur la figure 1 , la surface de 
la paroi poreuse 33 qui borde la cavite de mpulage 
20 est situee dans le plan de base du bottler par 
lequel la portion terminals 18a des conducteurs 
metalliques emerge du boitier, et la branche indivi- 
duelle 25 d'alimentation a un seuil d'injection 36 
qui debouche dans la cavite de moulage 20 dans 
une position adjacente k la surface de fa paroi 
poreuse 33- De plus, le seuil d'injectlon 36 est 
dispose de telle manure que la direction du flux de 
la matiere injectee dans ia cavite est sensiblement 
perpendiculaire au plan de base du boitier qui 
contient la surface de la paroi poreuse 33. Avec 
une telle disposition, la matifere Injectee commence 
par emplir la partie de la cavite qui est a I'oppose 
du seuil d'injection 36 alors que la fin du rem- 
plissage s'effectue au voislnage du plan de joint 
15. C'est pourquoi Evacuation d'air joue un role 
efficace pendant la phase d'injection, les traces 
d'air residuel etant 6limine*es au furet a mesure du - 
remplissage de ia cavit£ de moulage 20. De plus, 
les fils de connexion glectrique du dispositif semi- 
conducteur ne sont pas directement exposes au 
flux d'injection. 

La figure 2 represente une vue dans le plan de 
joint 15 qui est limine k I'emplacement d'une 
cavite de moulage. 

Les elements correspondants & ceux de la 
figure 1 y sont affectes des memes reperes nume- 
riques. Comme visible aux figures 1 et 2, et selon 
un mode de mise en oeuvre avantageux, le seuil 
d'injection 36 debouche dans la cavite de moulage 
20 au niveau du plan de joint 15 entre deux con- 
ducteurs nrtetalliques 18 adjacents. De cette ma- 
niere. les petites perturbations apportees a la sur- 
face du bolder qui sont dues a la technique de 
moulage par injection sont toutes rassemblees au 



voisinage du plan de base du boitier a un endroit 
o£j ces imperfections n'offrent pas d'inconvenients 
notables lors de I'utilisation du dispositif. 

Dans le cas decrit de I'encapsulation d'une 

5 diode electroluminescente, on utilise une resine 
thermoplastique transparente comme un polycarbo- 
nate, un polyphtalate-carbonate. ou un polyarylate. 

Le procede selon Tinvention s'appliquo non 
seulement a I'encapsulation de diodes electro- 

70 luminescentes mais plus generalement a tout dis- 
positif semiconducteur dont le boitier peut etre 
realise par moulage de resine. 



75 Revendlcations 

1. Procede decapsulation d'un dispositif 
semiconducteur muni de conducteurs metalliques 
auxquels il est electriquement relie, par injection 

20 d'une resine dans une cavite de moulage surmon- 
tant ledit dispositif tandis qu'une portion terminals 
des conducteurs metalliques emerge a I'exterieur 
de ia cavite de moulage caracterise en ce que 
pnealablement a rinjection de la resine on soumet 

25 la cavite de moulage et le canal d'injection con- 
duisant a cette cavite h une evacuation de I'air 
qu'ils contiennent au moyen d'une conduite de 
vide debouchant dans la cavite de moulage au 
travers d'une parol poreuse aux gaz, et en ce que 

30 cette evacuation est poursuivie au moins pendant 
une partie substantielle de I'operation d'injection de 
la resine dans la cavite de moulage, 

2. Moule pour la mise en oeuvre du procede* 
selon la revendication 1 caracterise en ce que le 

35 seuil d'injection debouche dans ia cavite de moula- 
ge dans une position adjacente a la paroi poreuse 
et en ce que la direction du flux d'injection est 
sensiblement perpendiculaire a la surface de la 
paroi poreuse qui borde ladite cavite. 

40 3. Moule selon la revendication 2 caracteris§ 
en ce que la surface de la paroi poreuse qui borde 
ia cavite est situee dans le plan par lequel la 
portion terminate des conducteurs metalliques 
emerge, et en ce que le seuil d'injection debouche 

45 dans ce plan entre deux conducteurs metalliques 
adjacents. 



50 



55 



9/27/04, EAST Version: 2.0.1.4 



EP 0 293 954 A1 




9/27/04, EAST Version: 2.0.1.4 



PHF 87-534 



^1 teZIZ^ RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE m™"' 

EP 88 20 0816 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 




Categoric 


. Citation du document avec indication, en cas de besoin, 
des parties pertineutes 


Revendicatio 
concern ee 


l) CLASSEMENT DE LA 
DEMANDE Oat CL4) 


Y 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 
259 (E-434)[2315], 4 septembre 1986, 
page 117 E 434; & JP-A-61 85 829 
(MICHIO OSADA) 01-05-1986 
* En entier * 


1 


H 01 L 21/56 
B 29 C 45/34 


Y 


DE-C-3 424 742 (SKF) 
* Revendi cation 1 * 


1 




A 


PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, vol. 10, no. 
302 (E-445)[2358], 15 octobre 1986, 
page 127 E 445; & JP-A-61 117 842 
(HITACHI MICRO COMPUT. ENG. LTD) 
05-06-1986 


1 




A 


EP-A-0 130 552 (MOTOROLA) 






A 


GB-A-1 462 622 (CLEAREX PLASTICS) 
* Revendi cation 1 * 


1 




A 


GB-A-2 123 334 (C00LMATI0N) 
* Revendi cation 4 * 


1 






DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHES (Int CL4) 








H 01 L 
B 29 C 


Le present rapport a ete etabli pour toutes les revendications 

UeoAlarechtKb. ~1 Dale <f achewmat <fe la nehrch. 







LA HAYE 



03-08-1988 



DE RAEVE R.A.L 



CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES 

X : particulierement pertinent a lui seul 

Y : particulierement pertinent en combinaison avec un 

autre document de (a meme categorie 
A : arrlere-plan technologique 
O : divulgation non-ecrite 
P : document intercalaire 



T : theorie ou principe a la base de .'invention 
E : document de brevet anterieur, raais public a la 

date de depflt ou apres cette date 
D : cite dans la demande 
L : cite paur d'autres raisons 



& : membre de la meme famlHe, document correspondant" 



9/27/04, EAST Version: 2.0.1.4 



